Cwiczenie "Badanie polprzewodnikow 2" - szczegoly.

W ¢wiczeniu badamy tranzystor polowy ztaczowy, tranzystor polowy z izolowang bramka oraz diod¢ Zenera.

Wymagany zestaw aparatury:

1. Zasilacz typu 3033.

2. Multimetr cyfrowy typu 1321.

3. Multimetr cyfrowy typu VC-10T.

4. Miliamperomierz laboratoryjny pradu statego o zakresach 7,5, 15 i 30 mA (do badania tranzystorow
polowych).

5. Miliamperomierz laboratoryjny pradu statego o zakresach 75, 150 1 300 mA (do badania diody Zenera)

6. Tranzystor polowy BF245 (lub podobny) zamontowany na ptytce z gniazdkami i potencjometrem do regulacji
polaryzacji bramki.

7. Tranzystor polowy z izolowana bramka BUZ10 zamontowany na plytce z gniazdkami i potencjometrem do
regulacji polaryzacji bramki.

7. Dioda Zenera o mocy rzgdu 1W zamontowana na ptytce z gniazdkami.

8. Opornik 100Q zamontowany na ptytce z gniazdkami.

9. Przewody pojedyncze zakonczone wtyczkami bananowymi z obu stron -10szt.

Tranzystory polowe sa zamontowane na plytkach zaopatrzonych w gniazdka do przytaczenia dwu zrodet
zasilajacych (jedno o napigciu statym regulowanym w granicach od zera do 15V, drugie o napigciu statym 5V), w
potencjometr do regulacji napigcia polaryzujacego bramke tranzystora, klucz (przetacznik) do podawania napigcia na
bramke bezposrednio albo przez opornik o duzej wartosci oporu (dotyczy to tranzystora polowego zlaczowego),
opornika o duzej wartosci oporu (w tranzystorze z izolowana bramka opor jest nieskonczenie duzy, tzn. przerwa) oraz
dwu opornikow pomocniczych. Zastosowane rozwiazanie polaryzacji bramek tranzystorow (przez potencjometr z
opornikami pomocniczymi zamiast bezposredniej polaryzacji z drugiego zrodta o regulowanym napigciu) ma na celu
ochrong tranzystora przed doprowadzeniem do bramki nadmiernego tadunku statycznego, co moze spowodowaé
zniszczenie tranzystora (dotyczy to zwlaszcza tranzystorow z izolowana bramka).

Napigcia mierzymy za pomoca multimetréw cyfrowych, posiadajacych wysoki opdr wejsciowy, doprowadzajac
mierzone napigcie do gniazd "LO" i "HI" ( w wersji polskiej "N" i "W") multimetru. Gniazda "LO" multimetréw nalezy
potaczy¢ z elektroda (gniazdkiem) oznaczona jako "0" na plytce z tranzystorem polowym. Woltomierze i
miliamperomierz (o zakresach 7,5, 15 1 30 mA) przytaczamy do odpowiednich gniazdek zamontowanych na plytce z
tranzystorem polowym.

Do zasilania badanych tranzystorow stosujemy zasilacz firmy "Protek" typu 3033. Zasilacz ten zawiera 3
statonapigciowe zrodta zasilajace: dwa o regulowanym napigciu od 0 do 30 V oraz jedno o napigciu 5V. Korzystamy z
jednego zrodla o regulowanym napigciu oraz zrodta o napigciu 5V. Przetacznik "INDEPENDENT/TRACKING" -
usytuowany u goéry posrodku plyty czotowej zasilacza powinien by¢ ustawiony w pozycji "INDEPENDENT". Przed
wlaczeniem zasilania ustawiamy regulatory napi¢¢ i maksymalnych natgzen pradéw na warto$ci minimalne (zerowe).
Do regulacji napigcia stuza pokretta oznaczone napisem "V A pj": pokretto oznaczone napisem "COARSE", stuzace do
regulacji "zgrubnej" oraz pokretlo oznaczone napisem "V pApy", shuzace do regulacji precyzyjnej (jest ono umieszczone
pod pokrettem "COARSE"). Do regulacji maksymalnych warto$ci natgzen pradow, jakie moga by¢ pobierane z
zasilacza, stuza pokretla oznaczone napisami "AAyy". Aby ustawi¢ warto$¢ minimalna, nalezy - robimy to delikatnie -
ustawi¢ odpowiednie pokretlo w skrajnie lewym potozeniu. Niewykluczone, ze podczas pomiaru trzeba bedzie
zwigkszy¢ maksymalna warto$¢ natezenia pradu zrodta zasilajacego obwod drenu tranzystora.

Uwaga. Zrodta napieé regulowanych posiadaja przyciski, oznaczone napisem "DC OUT", za pomoca ktorych
odfacza si¢ napigcie z uktadow zasilacza od zaciskdw wyjsciowych. Aby napigcie byto podawane na zaciski wyjSciowe,
odpowiedni klawisz "DC OUT" powinien by¢ wcisnigty. Przyciski oznaczone napisami "CC SET" z pokrettami
oznaczonymi napisami "Aapj" stuza do ustawiania maksymalnych wartoSci natezenia pradu zrodel napigé
regulowanych.

Punkt 3 ¢wiczenia (pomiar natg¢zenia pradu bramki tranzystora polowego) potraktowac¢ jako punkt dodatkowy.

Nalezy zwroci¢ uwagg na obecno$¢ na plytce z tranzystorem polowym przelacznika za pomoca ktérego w galaz
obwodu bramki jest wlaczany (poprzez rozwarcie stykow przelacznika) opornik o duzej wartos$ci oporu (na plytce z
tranzystorem polowym ztaczowym) lub wprowadzana jest przerwa (na plytce z tranzystorem z izolowana bramka).
Wiaczenia oporu (lub wprowadzenia przerwy) dokonujemy przesuwajac przesuwke przetacznika "do dotu". Wiaczania
oporu w gataz obwodu bramki dokonujemy tylko na chwilg¢ podczas pomiaru nat¢zenia pradu plynacego przez bramke
w tranzystorze polowym zlaczowym. Normalnie przesuwki powinne by¢ w potozeniu "gérnym".

Badanie tranzystora polowego zlaczowego.

Narys. 1 1rys.2 zostaly przedstawione schematy zasilania ptytki z tranzystorem polowym ztaczowym.

Nalezy wykopaé przynajmniej po 2 charakterystyki: qla dwu wartosci UgS:const i Ugg= const podanych przez
prowadzacego zajecia (np. dla Ugg = 0V i -2V, Uys = +2V i +6V dla tranzystora ztaczowego BF245) albo wybranych
przez studenta po uprzednim pobieznym zbadaniu badanych zjawisk.

Ciqg dalszy na odwrocie.



Cwiczenie "Badanie polprzewodnikéw 2" - szczegély.

Napigcie Upg zmieniamy w granicach od 0V do +15V. Napigcie polaryzujace bramke zmieniamy w granicach,
ktore umozliwia zasilany napigciem 5V potencjometr z dotaczzonym dzielnikiem napigcia (oporniki 910Q i 3,9kQ na
rys. 11 w opisie ¢wiczenia).
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Rys. 1. Sposiob przytaczenia plytki Rys. 2. Sposiob przytaczenia plytki
Z tranzystorem polowym do zasilacza  z tranzystorem polowym do zasilacza
dla ujemnej polaryzacji bramki. dla dodatniej polaryzacji bramki.

Badanie trazystora polowego z izolowang bramka.

Do badania trazystora polowego z izolowana bramka stosujemy zasilanie ptytki z tranzystorem przedstawione na
rys. 2. Za pomoca klucza W (rys. 12 w opisie ¢wiczenia) mozemy odlaczy¢ bramke od wyjscia potencjometru i
sprawdzi¢ czy i jak zmieni si¢ natezenie pradu ptynacego przez tranzystor (przez dren). Napigcie Upg zmieniamy w
granicach od OV do +15V. Napigcie polaryzujace bramk¢ zmieniamy w granicach, ktére umozliwia potencjometr,
zasilany napigciem 5V.

Nalezy wykona¢ przynajmniej po 2 charakterystyki: dla dwu warto$ci Ugg=const i Ugs= const podanych przez
prowadzacego zajgcia (np. dla Ugs =+43,6Vi+3,7V, Ugq = +1 i +6V dla traznystora polowego z izolowana bramka
BUZ10) albo wybranych przez studenta po uprzednim pobieznym zbadaniu badanych zjawisk.

Badanie diody Zenera.

W ¢wiczeniu badamy diode Zenera duzej (rzedu 1W) mocy. Rys. 3 przedstawia schemat uktadu
pomiarowgo.
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Rys. 3. Uktad pomiarowy do badania diody Zenera spolaryzowanej

przepustowo [rys. a] i zaporowo [rys. b)

Diode¢ Zenera badamy przepuszczajac przez nia prad o nat¢zeniu od zera do S0mA w obu kierunkach. Podczas
pomiaru prawdopodobnie trzeba bedzie zwigkszy¢ maksymalng warto$¢ natgzenia pradu zrodia zasilajacego obwod
drenu tranzystora za pomoca pokretta "Appj". W przypadku braku oznaczenia, kierunek przewodzenia i kierunek
zaporowy polaryzacji diody nalezy okresli¢ na podstawie uzyskiwanych wynikow pomiarow.
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